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(57) Die entkoppelte Anordnung amorpher Speichereiemente findetzur nichtfluchtigen Infornnatjonsspeicherung in 
der Elektronik und In der Informationsverarbeitung Anwendung. Ziel und Aufgabe der Erflndung ist es, die 
Entkopplung nichtfluchtlger Speichereiemente fur Matrixanordnungen auf einenrj isolierenden Substrat zu realisieren 
und gieichzeitig Moglichkeiten fur eine Erhohung der Integrationsdichte zu schaffen. Erfindungsgenna& wird die 
Aufgabe gelost, indem das Entkopplungselement aus einem Schwellwertschalter auf der Basis anDorpher Halbleiter 
besteht und Entkopplungselement und Spelcherelement In Form diinner Schichten stapelformig ubereinander 
angeordnet und in geeigneter Welse zu einer Matrix zusammengefugt sind. 
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Patentanspriiche: 

1 . Entkoppelte Anordnung amorpher Speicherelemente, bestehend aus einem amorphen 
Speicherelement und einem Entkopplungselement, gekennzeichnet dadurch, dal3 das 
Entkopplungselement (10) aus einem Schweilwertschalter auf der Basis amorpher Halbleiter 
besteht und Entkopplungselement (1 0) und Speicherelement (9) in Form diinner Schichten 
stapelformig ubereinander angeordnet und in geeigneter Weise zu einer Matrix zusammengefugt 
sind. 

2. Entkoppelte Anordnung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet dafS das Speicherelement (9) 
aus einem Glashaibleiter, vorzugsweiseGermaniumtellurid einer Zusammensetzung Gei5Te8iS2Sb2 
und das Entkopplungselement (10) aus einem Glashaibleiter, vorzugsweise mit einer 
Zusammensetzung TeasAsaoSiiaGeio besteht. 

3. Entkoppelte Anordnung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet daB Speicher- (9) und 
Entkopplungselement (10) aus dem gleichen amorphen Halbleiter bestehen und die Dicke der 
arhorphen Halbleiterschicht des Entkoppiungselements (10) 300nm bis BOOnm betragt und die 
Dicke der amorphen Halbleiterschicht des Speichereiements (9) BOOnm bis 1 OOOnm betragt. 

4. Entkoppelte Anordnung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet dalS 
Entkopplungselement (1 0) und Speicherelement (9) als Dunnschichtstruktur auf einem isolierenden 
Oder halbleitenden Substrat (1) angeordnet sind. 

Hierzu 1 Seite Zeichnungen 

Anwendungsgebiet der Erfmdung 

Die Erfindung bezleht stch auf ein elektronisches Festkorperbauelement zur informationsspeicherung. welches in der Elektronik 
und Informationsverarbeitung Anwendung findet. 



Charakteristlk der bekannten technischen Losungen 

Speicherelemente auf der Basis amorpher Halbleiter sind im Ausgangszustand hochohmig und schalten bei Aniegen einer 
Schwellfeldstarke tn den niederohmigen Ein-Zustand um. In diesem Zustand kommt es aufgrund thermischer Prozesse zur 
Auskristallisation eines Stromkanals, wodurch das Element im niederohmigen Zustand verbleibt. Zum Rucksetzen in den 
hochohmigen Zustand wird das Element mit kurzen hohen Impulsen beaufschlagt so da(S die Temperatur im Glashaibleiter Ober 
die Schmelztemperatur anstelgt und die Schmeize beim raschen Abkuhlen glasartig erstarrt und in ihren hochohmigen Zustand 

zuruckkehrt. • ,■ u ei 

Diese nichtfluchtigen Speicherelemente mussen bei einer Anordnung im Matrixverband durch zusatzitche Elemente 
voneinander entkoppelt werden. Hierfur sind verschiedene Elemente bekannt. Erstens kann die Entkopplung durch eine 
Reihenschaltung von Speicherelement und einer Diode bzw. einem Transistor erf olgen, wie in der DE-OS 2 536 809 beschrieben. 
Die Entkopplungselemente werden dabei ins Si-Substrat integriert. Zweitens sind bestimmte Schaltungen mit 
Dunnschichtwiderst§nden bekannt, die eine vollstandige Dunnschichtlosungdarstellen (US-PS 3827033), 
Nachteile der bekannten technischen Losungen bestehen darin, daB entweder ein Vielfaches der Flache des Speichereiements 
furdas Entkopplungselement benotigtwird Oder zusStzlicheLeitungen fur die Ansteuerung der Speicherzelle notwendigsind. 



Ziel der Erfindung 

Ziel der Erfindung ist es, die Entkopplung von nichtfluchtigen amorphen Speicherelementen mit geringem FlSchenbedarf zu 
losen, um dadurch den Integratlonsgrad zu erhShen. 
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Darlegung des Wesens der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine entkoppelte Anordnung amorpher Speicherelennente nr»lt gerlngem 
Flachenbedarf in Dunnschichttechnik herzustellen. 

ErfindungsgemaS wird die Aufgabe gelost, indem das Entkopplungselennent aus cincm Schwcllwcrtschalter auf der Basis 
amorpher Halbleiter besteht und die dCinnen Schichten von Entkopplungselement und Speicherefement stapelformig 
ubereinander angeordnet und in geeigneter Weise zu einer IVlatrix zusammengefugt sind. 

Die Anordnung Substrat-Entkopplungselement-Speicherelement bietet weiterliin den Vorteil, daB die Temperatur an den 
Elektroden des Speicherelements hoher werden konnen, als die des Substrats, wodurch die voHstandige Auskristallisation des 
Kanals begunstigt und die Zuverlassigkeit des niederohmigen Zustandes erhoht wird. 

Zur thermischen Stabilisierung der Speicherzelle werden fur das Entkopplungselement und das Speicherelement 
unterschiedliche Chalkogenidgloscr cingcsctzt. Fur das Entkopplungselement solltc dabci cin Glas mit einer hoheren 
Transform ationstemperatur Im Vergieich zum Spetchermaterral verwendet werden. Bei Einsatz des gleichen Chalkogenidglases 
fur Entkopplungselement und Speicherelement, was die tech nologlsche Reatisierung verelnfacht, kann die thermische Stabllitat 
und die Funktion des Speicherelements durch den Aufbau der Speicherzelle und die Schlchtdicken der Chalkogenidglaser 
realisiert werden. 

Beim Einschreiben eines bestimmten Bits wird an die entsprechende Zeile und Spalte eine Spannung angelegt, die groGer, als 
die Summeder Schwellspannungen von Speicherelement und Entkopplungselement ist, was bewirkt, daB beide Elementc zum 
Einschalten gebracht werden und der Programmierprozefi durchgefuhrt werden kann. 

Urn jedes Bit eindeutig auszuwahlen, mufS die Schwellspannung des Speicherelements geringer als der doppelte VVert der 
Schwellspannung des Entkopplungselements sein. Die unterschiediichen Schwellspannungen lassen sich uber die Dicken der 
entsprechenden Chalkogenidglasschichten einstellen. 

Zum Auslesen der Information wird an die Speicherzelle eine Spannung angelegt, die groBer als die Schwellspannung des 
Entkopplungselements und kleiner als die Summe der Schwellspannungen von Entkopplungs- und Speicherelement ist, Bei 
hochohmigem Speicherelement bleibt die Speicherzelle hochohmig und ubereinem in Reihe geschalleten Lastwiderstandfallt 
eine geringe Spannung ab. Bei niederohmigem Speicherelement wird das Entkopplungselement In den elektronischen Ein- 
Zustand versetzt und die Speicherzelle ist niederohmig, so da(]^ uber dem Lastwiderstand eine hohe Spannung abfallt, die zur 
Informationsgewinnung ausgewertet wird. 



Ausfuhrungsbeispiel 

Die Erfindung soli nachstehend anhand von Ausfuhrungsbeispielen naher erlautert werden. 
Es zeigen 

Rg, 1 : den Querschnitt durch eine Speicherzelle und 

Fig, 2: das elektrische Ersatzschaltbild der Speicherzelle im Matrixverband. 

Ineinem ersten Ausfuhrungsbeispiel besteht das Entkopplungselement 1 0 in Fig. 1 aus einer Grundelektrode 2 aus Molybdan mit 
einer Dicke von 200 nm, einer amorphen Halbleiterschicht 4 aus Te48As3oSii2G8io mit einer Dicke von 300 nm und einer 
Transformationstemperatur Tfl = 520 K, einer Zwischenelektrode 5 aus Molybdan mit einer Dicke von 200 nm und einer 
zwischengelagerten Isolatorschicht 3 aus Si02, die eine Dicke von 1 0Onm hat und in welche eine Offnung mit einem Durchmesser 
di = 30 /tm zu r Definition des aktiven Bereichs geatzt wurde. 

Diese und die welteren Schichten wurden mittels Hochfrequenzkatodenzerstaubung abgeschieden, fotolithografisch strukturiert 
und nal^chemisch geatzi. 

Das Speicherelement 9 in Fig. 1 besteht aus einer Zwischenelektrode 5, einer amorphen Halbleiterschicht? aus Gei5Te8iS2Sb2 mit 
einer Dicke von 500 nm und einer Transformationstemperatur Tg = 415K, der Deckelelektrode 8, die aus Molybdan einer Dicke 
von 200 nm und Aluminium einer Dicke von 1 ^m besteht, sowie einer Isolatorschicht 6 aus SiOa mit einer Dicke von 80nm in die 
eine Offnung mit einem Durchmesser d2 = 1 0^tm geatzt wurde, um den aktiven Bereich zu begrenzen. Der Durchmesser d: ist 
kleiner als der Durchmesser di, um Kantenprobleme in der Speicherzelle zu vermeiden. 

Ein zweites Ausfuhrungsbeispiel unterscheidet sich vom ersten dadurch, daB fur Speicherelement 9 und Entkopplungselement 
10ein amorpher Halbleiter Zusammensetzung GeisTe8iS2Sb2 eingesetzt wurde. Die Dicke der amorphen Halbleiterschicht 4 des 
Entkopplungselements 10 betragt 400nm und die Dicke der amorphen Halbleiterschicht 7 des Speicherelements 9700nm. 
Das elektrische Ersatzschaltbild in Fig.Zzeigt, wiedieSpeicherelementeS unddie Entkopplungseiemente 10 zu einer 
matrixformigen Anordnung zusammengeschaltet werden. Die Speicherzeilen befinden sich an den Kreuzungspunkten der 
Zeilenleitungen 1 1 und der Spaitenleitungen 1 2. 
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Fig. 2 
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